	Наименование Проекта с ИРН номером 
	AP22684659 Изучение барьерных свойств пленок TiNx и SiCx для формирования контактной системы кремниевого солнечного элемента на основе меди .


	Актуальность/ Абстракт
	Потенциал солнечной радиации в Казахстане достаточно велик и составляет 1300–1700 кВтꞏч/м2 в год. Учитывая огромную площадь Казахстана (2724902 км2), из которой 58% составляют пустыни и полупустыни, то использование солнечных электростанций является стратегически важным. В настоящее время в производстве кремниевых солнечных элементов широко используется технология трафаретной печати, а также технологическая линия с применением фотолитографии. Технология трафаретной печати исключила значительное количество дорогостоящих химических операций и, в этом смысле, является более простой в использовании технологией, что привело к снижению стоимости конечной продукции. Медь (Cu), обладающая низким удельным сопротивлением, является перспективным материалом для создания контактной системы. Однако с увеличением температуры отжига атомы Cu создают большее количество дефектов в связи с образованием фазы Cu3Si внутри подложки, в результате чего поверхностное сопротивление пленок имеет тенденцию к резкому увеличению, а время жизни неосновных носителей заряда уменьшается. Это приводит к уменьшению эффективности солнечных элементов.


	Цель (согласно заявке)
	Формирование слоев контактной системы TiN/TiSi2/Si в одном технологическом процессе. Изучение устойчивости пленок TiN и SiCx к диффузии меди в кремнии при температуре 600–900°C. Изучение механизма низкотемпературного превращения C49-TiSi2 в C54-TiSi2 в процессе быстрого термического отжига (в вакууме). 


	Ожидаемые результаты
	В рамках проекта планируется синтезировать диффузионный барьер в виде тонких (25-50 нм) пленок нитрида титана, а также легированных бором пленок SiCx для предотвращения проникновения атомов меди через контактную систему в кремниевую подложку и образования в запрещенной зоне кремния глубоких уровней, ведущих к уменьшению времени жизни неосновных носителей заряда. Будет синтезирована устойчивая к высоким температурам стехиометрическая пленка TiN с использованием метода реактивного магнетронного распыления на постоянном токе, традиционного термического и быстрого отжигов. Пленки TiN будут нанесены на подложки кремния при различных соотношениях расхода газов Ar/N2. Предполагается, что изменение конструкции установки магнетронного распыления MAGNA TM 200 позволит существенно сократить время синтеза проводящих стехиометрических пленок нитрида титана без избыточного содержание азота. Применение быстрого отжига позволит снизить температуру синтеза. Будут выявлены оптимальные условия формирования низкоомных слоев TiSi2 (фаза C54) в системе Si/TiSi2/TiN/Cu без предварительного осаждения слоев титана, а также с применением промежуточного слоя титана различной толщины в системе Si/Ti/TiN/Cu. Будут изучены условия формирования других структурных фаз соединений титана и кремния в процессе отжига и их влияния на электрические характеристики. Высокая твердость аморфных пленок карбида кремния, легированных атомами бора, даст возможность синтезировать аморфные и кристаллические проводящие пленки диффузионного барьера карбида кремния после быстрого отжига. Пленки карбида кремния будут синтезированы методом магнетронного распыления при различной мощности. Будет изучено влияние толщины и размеров кристаллитов на барьерные свойства пленок карбида кремния и нитрида титана.
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